
Fig. 1 Schematic of graphene photodetector 
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グラフェン光検出器の高感度化に向けた構造検討 

Structural investigation for high-responsively graphene photodetectors 
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【背景】我々は、グラフェンの光デバイスへの応用を検討している[1]。グラフェンをチャネル部

に用いたトランジスタ構造は、光検出器としても動作することが知られている[2]。しかし、グラ

フェン自体の光吸収率が 2.3%と小さいため、検出感度が低いことが課題となっている。今回、グ

ラフェン光検出器の高感度化を目指して、グラフェンと電極の間にバッファ層が形成された構造

の光検出器を検討した。 

【作製】Fig. 1に作製したグラフェン光検出器の模式図を示す。絶縁層として熱酸化膜を形成した

Si基板上に、Ti、Auを蒸着し、電極とした。さらに電極 Au表面を酸化処理後、CVDにより作製

した単層グラフェンを転写し、フォトリソグラフィと酸素プラズマエッチングによりチャネル部

以外を除去した。 

【光応答特性】光応答特性を Fig. 2に示す。光源には白色 LEDを用いた。光を照射すると、ディ

ラックポイントが大きくシフトし、Vbgが 5 V以上において Idが変化していることが分かる。Vbg

が 25 Vのとき、光照射により Idは約 100 μA変化した。これは、電極表面処理により、バッファ

層が形成されたためであると考えられる。以上より、電極とグラフェン間にバッファ層を挿入す

ると高感度な光検出器を実現できる可能性が示された。詳細は当日発表する。 
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Fig. 2 Photo-response of graphene photodetectors 
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